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太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化
测试方法

1 范围

本标准规定了太阳能电池用硅片(以下简称硅片)厚度及总厚度变化的分立式和扫描式测量方法。
本标准适用于符合GB/T26071、GB/T29055规定尺寸的硅片的厚度及总厚度变化的测量,分立

式测量方法适用于接触式及非接触式测量,扫描式测量方法只适用于非接触式测量。在测量仪器准许

的情况下,本标准也可用于其他规格硅片的厚度及总厚度变化的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T26071 太阳能电池用硅单晶切割片

GB/T29055 太阳电池用多晶硅片

3 方法提要

3.1 分立点式测量

在硅片对角线交点和对角线上距两边15mm的4个对称位置点测量硅片厚度(见图1)。硅片中

心点厚度作为硅片的标称厚度。5个厚度测量值中的最大厚度与最小厚度的差值称作硅片的总厚度

变化。

图1 分立点式测量的测量点位置

3.2 扫描式测量

硅片置于平台上,在硅片中心点进行厚度测量,测量值为硅片的标称厚度,然后从a点开始按1~7
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